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[はじめに] 

 大きな屈折率差を利用して光閉じ込めが強く微小光導波路を実現できる Si光導波路を作製する

には結晶シリコン(c-Si)を用いた SOI(Silicon on Insulator)基板の利用が一般的である。一方、3次元

光配線への応用等光導波路作製の目的に応じて Siコア層の膜厚を変えたり、アモルファスシリコ

ン(a-Si)を製膜し、加工する必要がある。また電子回路と集積するには、回路の損傷を防ぐために

すべてのプロセスを 400℃以下で行う必要があり、これまでプラズマ CVD法により製膜した水素

化アモルファスシリコン(a-Si:H)をコアとした光導波路が多く報告されている[1]。多くの場合、シ

ランガス(SiH4)を原料としたプラズマ CVD 法により成膜されている。我々は電子ビーム蒸着法や

スパッタリング法により a-Siを成膜し、高圧水蒸気熱処理[2]によりダングリングボンドを水素終

端した a-Si:H 光導波路の作製を目指している。これまで a-Si:H 薄膜の吸収係数の波長依存性を評

価し、反応性イオンエッチングにより加工した光導波路の光導波を確認したが、実効屈折率や伝

搬損失の評価にいたっていない。本研究では a-Si 光導波路の評価に先立ち、c-Si リング共振器を

作製し共振特性から実効屈折率と伝搬損失を評価したので報告する。 

[作製と評価] 

 電子線描画と反応性イオンエッチングによりコア層厚 220 nm、幅 400 nmの c-Siリング共振器

を作製した。TMモード光の分岐比が 1:9となるよう、長さ l = 5 µm、導波路間幅 G = 200 nmの方

向性結合器にてリング共振器を構成した。導波路の屈折率𝑛𝑒𝑓𝑓を共振波長間隔∆𝜆(= 𝜆2 𝐿𝑛𝑒𝑓𝑓⁄ )から

求めるため、共振器長 Lを 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 mmと変えた。曲げ半径は 70 µmとした。上部クラッ

ドとして SiO2を 1.5 µm以上堆積した。作製した c-Siリング共振器の出力光強度の波長依存性(入

力光強度 0 dBm, TM モード)を図 2に示す。共振器長 Lが長くなるにしたがって山谷比が大きくな

った。共振波長間隔の共振器長依存性より、実効屈折率 neffは 2.86 と求められた。また、リング

共振特性から結合係数、伝搬損失を推定したところ =0.38 m
-1、 =3.0 dB/mmとなった。同じ

リング共振器構造を a-Si 導波路に適用し透過率を測定することで実効屈折率や伝搬損失を評価す

る予定である。 
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図 1 Si リング共振器(L =0.5 mm)の光学顕微鏡写真  図 2 Siリング共振器の出力光強度の波長依存性 
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